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１．概要（Summary ）： 

太陽電池への応用へ向けて、透明電極上へ Si ナノ

構造体を作製するため、UV-ナノインプリントリソグ

ラフィー (UV-NIL) を用いてパターン基板を作製し、

イオン液体中からの電析により 150 nm 径 Si ナノ構

造体の作製を試みた。基板には FTO (Fluorine-doped 
Tin Oxide) や ITO (Indium Tin Oxide) などの透明

電極上を使用し、150 nm 径の孔が規則的に配列した

パターンの形成を行った。しかし、透明電極とレジス

トとの密着性が低く、レジストが透明電極から剥離し

ていることが確認されたため、技術相談を依頼した。 
 相談の結果、より密着性に優れたレジストをいくつ

か提案された。 
 
２．実験（Experimental）： 

なし。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion）： 

なし。 
 
４．その他・特記事項（Others）： 

なし。 
 
５．論文・学会発表（Publication/Presentation）： 
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６．関連特許（Patent）： 
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